1y Para definir p+:
- Mask Nwell e depositar o NWELL;
- Mask Active Area para colocar o Thin Oxide;
- Mask Polysilicon para colocar o Poly (gates);
- Mask p+, juntamente com os gates ja colocados definem a colocagdo de p+;
- E por ultimo necessita de annealing para garantir que as difusdes sdo bem definidas.
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8 ) Podemos usar ABCD ou DCBA
0) S3o os que ocupam menor area visto que como sdao caminhos
ull Dowen oll Up
consistentes podem ser implementados com os transistores
9 o complementares alinhados de tal forma que os gates ndo tém de se
¥ 3 b cruzar.
A 4 S3o os que maximizam a velocidade de resposta visto que passam
A " menos vezes pela saida, ou seja minimizamos a capacidade de saida
S J melhorando assim a velocidade de resposta.
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